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透射式近 UV光阴极的研究 

张云滠 姜德龙 

(长音光草面 掖 春130O22) 

摘要 文 中首先 简要地介绍 了化占物近 uV 光阴极．然后详述 了高稳定度纯盒薄 

膜光阴艇的实验方法 ．绐 出了制告技术和测试结罘，晟后指出了其优点 及应用前景 
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1 引 言 

到 目前为止，众所周知的红外和可见光波段的透射式 s一系列光阴}碡 及 Ⅱ一 V族 负电 

子亲和势光闭}碡的基本理论和制备披术已口臻成熟．并成功地应用丁光电管．光电倍增管、变 

像管和像增强器以及摄像管等真空器件中。而 uV光阴做的研究起步较晚。uV光量子能量较 

大 ，s一 系列和 Ⅲ一V族 GaAs光阴 }砖往近 UV 

区几乎部有响应．图 1示出了几种婵型光阴概 

的光谱响应特性 。但在实际应用中对 uV光阴 

极还有一些具体要求 ：(1)在大气中使用时．要 

求 uv光阳极必须具备太阳盲特性 (对可见光 

不敏感) (2)窗口材料具有较高的 uV透过特 

性 ；(3)非金属 uV光阴做的基底材料具有较 

低的 uV吸收特性 (吸收率小于 1 5 )和化学 

稳定性 ；(4)阳做本身光电发射特性稳定 

通常将 uV光阴做分 为化 合物和纯 金属 

的两类．文中重点介绍 Au薄膜光隅板 

2 化合物近 UV光阴极--Cs Te 

在近 uV 区(380—200nm)的适目 式化台 

物光啊{菠“碲化铯(Cs Te)和碲化i如(Rb Te)最为典型 台适的窗口材料足石英和白宝石 ，截 

止波长 180nm。Ni或 cr是适用的基底树料 ．使其在窗口的内表面形成很薄的导电膜 Cs Te 

光阴极的工艺与 csasb光阴极工艺相似 先在基底导电膜上蒸 Te．然后在 140C时引 Cs．化学 
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反应后即形成 Cs 2T 腕 。Cs量控带Ⅱ是父谜．其可陵闭段响应在可 见光处俄l 。图 2示出T 

cs Te 光 韫的光}跨 J应。 已 cs Te桀 宽l蔓E Ⅲ 小可：3．SeV·而 + 一。二3·SeV 

显然}也子亲椰舟E 仅为零 几电了伙。Cs eTe j}J{光『乜于发射的峰 是illfff廿I也予产生的 

际跃迂所致 Cs鞋控制台适．在 X-253．7I⋯1处虽了效率可达 l5； 。 ：2OC⋯ 咯发目t约为 10 

A／cn1 z 化 台物近 UV J~l：,JI阪主要ffj UV光lii fu光L{土惜增管 t r。在人 l}『界露时阴极柑失 

效 。 

3 纯金属透射式近 uV光阴极--Au薄膜 

3．1 窗 口和基底材料 

我们选用T Ys一系列石夔玻璃怍为窗口 

材 }．j 在 240 300nnl范围内 uV透过率火 

于 85 。由于 Au是纯金属．因此)『：再 另选基 

底 。 

3．2 Au薄膜光阴撅的制备 

将载有纯 Au丝(或书})的钳舟置个真空室 

内，在真空墁为(1—3)×10。Pa时H 蒸发的方 

法在石英脏璃H上形成 Au薄膜．其厚度可 山 

加热电流和持续时间控制，或用在真 空装置中 

特制的 Au薄膜白光透过率的测试组件随时测 

量白光透主=f率1人小米达到控 uV透过率(相 

当于控制Au薄膜厚度)的目的。困 3示出了 

Au薄膜 UV透过率与白光透过率的关系。 

3．3 Au薄膜光阴撅光电发射特性的i昊I焉 

将 Au薄膜光阴摄制成可拆卸的光电二饭 

管。选用 ZMIt7型盘香 uV线灯作为近 uV 

辐射源．其在 253．7rim处谱线最强．在其甜近 

辐射能占总辐射能的90％以上。Au薄膜光阴 

撅长波阈值为276．5rim。可见二者光潜匹配弭 

比较好。囝 4示出了 Au光 电二极管的fj：安特 

性和 Au光阴龊的 暗发射特性。实测表明 Au 

光阴极篚直径为 25ram、光源与 Au光阴睫面 

闻距为 lcm时．饱和光电流密度可选 i0 A／ 

田 3 示出了Au薄膜 uV适垃璋f与白光遗 

过事的共 最 ’ 

cm’(此时 Au薄膜白光避过率为 70，i,UV透址率为 1．6 )，而略发身{I乜流密度约为 10 A／ 

cm’(较理比值稍大)，实验结果表明：膜层薄时．光敏J=}呈蘸包。光电发身J能 较强；膜层较厚 

时，光敏层星棕黄色，光电发射耗山较弱。 

3．4 At,薄膜光阴般的稳定性和寿向 ． 

所渭碌定性累指Au薄膜在存放址麒阳工作讨 中光电发射性能下降情；冠两个方面的含 

义．当光电发宵{山下降刘一定程度(根据实际需要可人为地规定)后可 为失敏，柯当1：寿命截 

止．对应时蕾称搁置寿命，后者称工作寿 。 
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图 4 Au光电二艟管的伏安特性 ( )和暗发 

射特性(fI} 
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Au是纯金属，其化学稳定性高．不易与气 

体分子相互作用而 中毒，阻 Au薄膜的牢固性 

和稳定性与其制备过程中的表而清除情况密切 

相关。如果蒸镀前味对石英玻璃片进行彻底的 

电子轰击或高湿加热除气．刚膜层牢固性差 ．在 

室内湿度较大和温度较高叫．经多次暴露于大 

气后，逐渐形成以原了团为单元微粒 ；如受到短 

波射线较长时间的辐照．其光1b发射能力将叨 

显下降。这是搁置时必须注意的问题。 

Au薄膜 光阴搬工作时．忌 受正离子轰击 

和金属电敏放气的污染 二者是其工作寿命变 

短的主要原因： 

实际应用表 明：Au薄膜允许多次短时间暴露于大气之中，而光l 发身J特性无口JJ显变 化 

其光电发射的稳定度可达 1 。 。 

4 Au薄膜光阴极的应用 

许多光电器件的'侧试中，要求电流密度分布均匀，稳定度高的面 电子源．而 Au薄膜光加 

极怡恰具备了这佯特点。 日前 已把 Au薄膜 

光 阴极矸j于微通道板 (MCP)的电参量 测试 

系统 中。 

阜  茔 
测试组件 和稳定性

，都令人满意．j 工怍寿命逃一两年 

的容器内保存。 

图5 MCP特性测试原理( )和组『乍( ) 电子光学光具座或 隙管的功态摸拟 系 

1 UV源，2一_捌试组件 3一真空室。 统·需经常拆卸，Au薄膜光阴傲正是合适的 

4一Au光阴艟，5 McP}6 荧光屏。 面电子源 现在已Ⅲ现带 Au薄膜光阴l韫的 

近 UV光电管、光电倍增管和变像管。图 6示 

出了近 uV变像管的结构。为了保证像质，在 Au阴 
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Sludy of Transmission-- lype Near UV Pholocathode 

Zhang Ytmshen—Jiang Delong 

(Ch““gch“『]I~tstitut#of()， tics and Fi Mechanics，Changchu~130022) 

Ahstraet 

II1 th[s paper，near— UV photocathode of compound is briefly presented． Then，the ex— 

perimenta1 method on the near— UV photocathode Df pure gold thin film with high stability 

is described in detail and the preparing technology and the results are given．Finally，the ad— 

vantage and potential applications aye pointed OUt· 
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